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2SB632, 632K
2SD612, 612K

〒370-0596  群馬県邑楽郡大泉町坂田一丁目1番1号�

特長 ・許容コレクタ損失が大きく、広いASOを持っている。

（　）内は2SB632, 632Kの場合を示す。
絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings / Ta=25℃ 2SB632, D612 2SB632K, D612K unit
コレクタ・ベース電圧 VCBO (－)25 (－)35 V
コレクタ・エミッタ電圧 VCEO (－)25 (－)35 V
エミッタ・ベース電圧 VEBO (－)5 V
コレクタ電流 IC (－)2 A
コレクタ電流（パルス） ICP (－)3 A
コレクタ損失 PC 1 W

Tc=25℃ 10 W
接合部温度 Tj 150 ℃
保存周囲温度 Tstg － 55～＋150 ℃

電気的特性 Electrical Characteristics / Ta=25℃ min typ max unit
コレクタ・ベース降伏電圧 V(BR)CBO IC=(－)10µA, IE=0 B632, D612 (－)25 V

B632K, D612K (－)35 V
コレクタ・エミッタ降伏電圧 V(BR)CEO IC=(－)1mA, RBE=∞ B632, D612 (－)25 V

B632K, D612K (－)35 V
エミッタ・ベース降伏電圧 V(BR)EBO IE=(－)10µA, IC=0 (－)5 V
コレクタしゃ断電流 ICBO VCB=(－)20V, IE=0 (－)1 µA
エミッタしゃ断電流 IEBO VEB=(－)4V, IC=0 (－)1 µA
直流電流増幅率 hFE(1) VCE=(－)2V, IC=(－)500mA 60※ 320※

hFE(2) VCE=(－)2V, IC=(－)1.5A 30
次ページへ続く。

※2SB632, 2SD612は 500mA hFEにより次のように
　分類している。

60　D　120 100　E　200 160　F　320

N 3 4 1 G

注文コードNo. N 3 4 1 G

PNP / NPNエピタキシァルプレーナ形シリコントランジスタ

25V / 35V, 2A低周波電力増幅用

32400

1 : Emitter�
2 : Collector�
3 : Base�
�
SANYO : TO-126

外形図　2009B�
(unit : mm)
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No.

半導体ニューズNo.341E(’91大信号トランジスタD.B. Vol.1 No.341F)とさしかえてください。
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前ページより続く。
min typ max unit

利得帯域幅積 fT VCE=(－)10V, IC=(－)50mA 100 MHz
出力容量 Cob VCB=(－)10V, f=1MHz (45)30 pF
コレクタ・エミッタ飽和電圧 VCE(sat) IC=(－)1.5A, IB=(－)0.15A (－ 0.4) (－ 0.9) V

0.3 0.8
ベース・エミッタ飽和電圧 VBE(sat) IC=(－)1.5A, IB=(－)0.15A (－)1.1 (－)1.5 V
ターンオン時間 ton 指定回路において (60)50 ns
下降時間 tf 　　　  〃 (80)100 ns
蓄積時間 tstg 　　　  〃 400 ns

スイッチングタイム測定回路図

100Ω

1µF 1µF

RB
1Ω

VCC=12VVBE= --2V

RL
24Ω

PW=20µs
IB1

IB2

VCE=12V�
IC=10IB1= --10IB2=500mA�
PNPの場合極性逆�

+ +
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2SB632, K / 2SD612, K 2SB632, K / 2SD612, K マイカ(IS-126)�
シリコングリス付き�
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, 2
SD
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2S
B
63
2�
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D
61
2Ta=25°C

1パルス�
(PNPの場合負号省略)

応用回路例1：2SB632K / 2SD612K使用8Ｗ純コンプリメンタリアンプ
[仕様]電源：AC100Vトランス電源 ,無信号時=28.8V, 最大出力時(THD=5%)=25V, f=1kHz, RL=8Ω, Rg=600Ω

typ unit
無信号電流 ICCO 出力段 14.0 mA
（コレクタ電流） ID ドライブ段 42.0 mA

IC 初段 1.4 mA
電圧利得 VG NFBなし 75 dB

VG NFBあり 40 dB
出力電力 PO THD=5% 8.7 W
全高調波ひずみ率 THD PO=1W 0.05 %
入力抵抗 ri PO=1W 60 kΩ
出力抵抗 ro PO=1W 0.2 Ω
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ITR09904

10µ 16V

100µ 25V

C1

C2 R1
150k

R2
39k

R4
2.2k

R7
68k

R15 1.5k

TR1 : 2SC536(D, E, F)   TR2 : 2SC536(D, E, F)   TR4 : 2SD612K(D, E, F)
                                                           TR3 : 2SD438(D, E, F) P1 fin, P2 fin
                                                                              TR5 : 2SB632K(D, E, F)
                                                           D1, D2 : DS448            D3, D4 : DS135

R8
6.8k

R6 6.8k

R10 220 R11 100
(1 / 2W)

R16
4.7

(1 / 2W)
C3
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6.3V

C4
22µ
16V
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2200µ

35V

C10  0.01µ
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35V
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C5
100µ 25V C8

470µ 35V
C11 0.01µ

C6 51p
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TR4

D3
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A.C
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TR3

TR1

R5
15

R3
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R9
120

R13
0.4
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※�
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+ +
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INPUT

1.3

1.45
mA

〜
41

44
mA

〜
9

20
mA

〜

RL 8Ω

注：TR3にP1 or P2のフィン使用�
※TR4, TR5においてD, Eランク使用時R12=560Ω　同一ランクでペアを組む。
                                         Fランク使用時R12=470Ω

単位（抵抗値：Ω, 容量値：F）�

（電源トランス）�

電源トランスデータ�
              DC出力電圧�
 D.C0.1A–28.5V�
 D.C0.6A–25.0V

28.8V無信号時�
25.0V最大出力時(THD=5%)
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測定回路は次ページ右上図参照�
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115×80×2mm3 A1板�
ステレオ動作時�
VCC=33.1V�
15％up時�
� 実線：28.8V�

破線：33.1V(15％up)

測定回路は次ページ右上図参照�
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応用回路例2：2SD612車載用4Ｗ入力トランス式アンプ
[仕様]VCC=13.2V, RL=4Ω, Rg=600Ω, f=1kHz

typ unit
無信号電流 ICCO 出力段 12.0 mA
（コレクタ電流） ID ドライブ段 9.0 mA
電圧利得 VG NFBなし 66 dB

VG NFBあり 49 dB
出力電力 PO THD=10% 4.7 W
全高調波ひずみ率 THD PO=0.5W 0.8 %
入力インピーダンス ri PO=0.5W 60 kΩ

ICCO
ID

+

+VCC

OUT

+

+

Test Circuit

ITR09905

VN

電源電圧変動および温度試験測定回路�
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10µ 10V

R1
18k

R5
33

R10
33

R12
0.15

D2

D1

R7
270

R11
0.15

R9
270

R2
120

R6
100

R5
150

R3 1k

R13 39k

R4 82k

TR1 : 2SC536(E, F)    2SC1175(E, F)   D1, D2 : DS442
                                    TR2                     TR3, 4 : 2SD612(E, F)

C4
100µ
6.3V

C5
470µ
16V

C1
220µ
16V

C6
470µ
16V

C3 330p

TR1
TR2

TR3

TR4

T1

C2

OUTPUT

+

+
INPUT

単位（抵抗値：Ω, 容量値：F）�

+

+

+

RL
4Ω

VCC=13.2V

（同一ランク内でペアを組む）

トランスデータ（T1）

二次�
一次�

一次 3kΩ 180Ω

二次 400Ω 18Ω

インピー�
ダンス�

直流抵抗�
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VCC=13.2V�
RL=4Ω

f=1kHz

VCC=13.2V�
RL=4Ω
0dB=49dB / 1kHz�
PO=0.1W(constant)
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f=1kHz�
RL=4Ω
THD=10%

RL=4Ω�
f=1kHz�
(出力段一石当り)
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放熱板�
80×55×2mm3 の放熱板を�
シャーシにネジ止めする。�
(ステレオ動作時)�
測定回路は下図参照�
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温度特性の測定回路�


